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サイプレスはインフィニオン テクノロジーズになりました
この表紙に続く文書には「サイプレス」と表記されていますが、これは同社が最初にこ
の製品を開発したからです。新規および既存のお客様いずれに対しても、引き続きイン
フィニオンがラインアップの一部として当該製品をご提供いたします。

文書の内容の継続性
下記製品がインフィニオンの製品ラインアップの一部として提供されたとしても、それ
を理由としてこの文書に変更が加わることはありません。今後も適宜改訂は行います
が、変更があった場合は文書の履歴ページでお知らせします。
 
注文時の部品番号の継続性
インフィニオンは既存の部品番号を引き続きサポートします。ご注文の際は、データシー
ト記載の注文部品番号をこれまで通りご利用下さい。
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36M ビッ ト  (1M×36/2M×18) フロースルー SRAM 

機能

■ 133MHz バス動作に対応

■ 1M×36/2M×18 共通 I/O

■ 3.3V コア電源

■ 2.5V、 3.3V I/O 電源

■ クロック～出力の時間が速い

❐ 6.5ns (133MHz バージョ ン )

■ 2-1-1-1 アクセス速度を提供

■ Intel Pentium インターリーブまたはリニア バースト  シー
ケンスに対応するユーザー選択可能なバースト  カウンター

■ 独立したプロセッサとコン ト ローラー アドレス ストローブ

■ セルフタイム同期書き込み

■ 非同期出力イネーブル

■ CY7C1441KV33、CY7C1443KV33、および CY7C1441KVE33
は、 JEDEC 標準の 100 ピン TQFP、 165 ボール FBGA 鉛フ
リーパッケージで出荷

■ IEEE 1149.1 JTAG 準拠のバウンダリ  スキャン

■ “ZZ” スリープ モード  オプシ ョ ン

■ ソフ トエラーレート  (SER) を低減するためのエラー訂正コー
ド  (ECC) を内蔵

機能の詳細

CY7C1441KV33/CY7C1443KV33/CY7C1441KVE33 は、3.3 V、
1M×36/2M×18/1M×36 同期フロースルーSRAM であり、 高速マ
イ ク ロプロセ ッサと最小限のグルー ロジ ッ クでイ ン ター
フェースできるように設計されています。 クロックの立ち上り
からのアクセス遅延は最大で 6.5ns (133MHz のデバイス バー
ジョ ン ) です。 2 ビッ トの内蔵カウンターは、 バースト  シーケ
ンスで最初のアドレスを取り込んで、バースト  アクセスの残り
では自動的にアドレスをインクリ メン ト します。 すべての同期
入力は、ポジテ ィブ エッジでト リガされるクロック  (CLK) 入力
で制御したレジスタにより取り込まれます。 同期入力は、 すべ
てのアドレス、 すべてのデータ入力、 アド レス パイプライン
チップ イネーブル (CE1)、 深度拡張チップ イネーブル (CE2、
CE3)、 バース ト制御入力 (ADSC、 ADSP、 ADV)、 書き込みイ
ネーブル (BWx、 BWE)、 およびグローバル書き込み (GW) を含
みます。 非同期入力は出力イネーブル (OE) と ZZ ピンです。

CY7C1441KV33/CY7C1443KV33/CY7C1441KVE33 は、MODE
入力ピンで選択するインターリーブと リニア バースト  シーケ
ンスの両方に対応します。このピンを HIGH にすると、インター
リーブ シーケンスが選択され、 LOW にすると、 リニア バース
ト  シーケンスが選択されます。バースト  アクセスは、プロセッ
サ アドレス ストローブ (ADSP) またはキャッシュ  コン ト ロー
ラー アドレス ストローブ (ADSC) 入力で開始できます。 アド
レスの増加は、 アドレス増加 (ADV) 入力で制御されます。

アドレス ストローブ プロセッサ (ADSP) またはアドレス スト
ローブ コン ト ローラー (ADSC) がアクティブになると、アドレ
スとチップ イネーブルはクロッ クの立ち上りエッジで読み込
まれます。 後続バースト  アドレスは、 アドバンス ピン (ADV)
の制御によって内部的に生成できます。

CY7C1441KV33/CY7C1443KV33/CY7C1441KVE33 は、+3.3 V
のコア電源で動作しますが、 すべての出力は +2.5V または
+3.3 V 電源のいずれかでも動作できます。すべての入力と出力
は JEDEC 基準の JESD8-5 に準拠します。

セレクシ ョ ン ガイド

説明 133MHz 単位

最大アクセス時間 6.5 ns

最大動作電流 ×18 150 mA

×36 170
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論理ブロックダイヤグラム－ CY7C1441KV33

論理ブロックダイヤグラム－ CY7C1443KV33
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論理ブロックダイヤグラム – CY7C1441KVE33
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ピンのコンフ ィギュレーシ ョ ン
図 1.  100 ピン TQFP ピン配置
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図 2.  165 ボール FBGA ピン配置

ピンのコンフ ィギュレーシ ョ ン ( 続き )
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ピン機能

名称 I/O 説明

A0、 A1、 A 入力 -
同期

アドレス位置の 1 つを選択するために使用されるアドレス入力。 ADSP、 ADSC がアクティブ
LOW、 CE1、 CE2、 CE3

 がアクティブにサンプリングされる場合、 CLK の立ち上りエッジでサンプ
リングされる。 A[1:0] は 2 ビッ トのカウンター供給される

BWA、 BWB、
BWC、 BWD

入力 -
同期

バイ ト書き込み選択入力、 アクティブ LOW。 SRAM へバイ ト書き込みを BWE と共に有効する。
CLK の立ち上りエッジでサンプリング

GW 入力 -
同期

グローバル書き込みイネーブル 入力、 アクテ ィブ LOW。 CLK の立ち上りエッジで LOW にア
サート された時、 グローバル書き込みが実行される (BWX と BWE 上の値に関わらず、 すべてのバ
イ トは書き込まれる )

CLK 入力 -
クロック

クロック入力。 デバイスへのすべての同期入力を取り込むために使用。 ADV が LOW にアサート
される時、 バースト処理中にバースト  カウンターをインクリ メン トするためにも使用

CE1 入力 -
同期

チップ イネーブル 1 入力、 アクティブ LOW。 CLK の立ち上りエッジでサンプリング。 デバイス
を選択／選択解除するために CE2 と CE3 と併用。 CE1 が HIGH の場合、 ADSP は無視される。
CE1 は、 新規外部アドレスがロード される時にのみサンプリングされる

CE2 入力 -
同期

チップ イネーブル 2 入力、 アクティブ HIGH。 CLK の立ち上りエッジでサンプリング。 デバイス
を選択／選択解除するために CE1 と CE3 と併用。 CE2 は、 新規外部アドレスがロード される時に
のみサンプリングされる

CE3 入力 -
同期

チップ イネーブル 3 入力、 アクティブ LOW。 CLK の立ち上りエッジでサンプリング。 デバイス
を選択／選択解除するために CE1、 CE2 と併用。 BGA の場合、 CE3 は、 この資料の全体ではアク
ティブと見なされる。 CE3 は、 新規外部アドレスがロード される時にのみサンプリングされる

OE 入力 -
非同期

出力イネーブル、 非同期入力、 アクティブ LOW。 I/O ピンの方向を制御。 LOW の場合、 I/O ピン
は出力として機能。 HIGH にデアサート された時、 I/O ピンはト ライステートに入り、 入力データ  
ピンとして機能。 OE は、 読み出しサイクルの最初のクロック中に選択解除の状態から移行する時
にマスクされる 

ADV 入力 -
同期

CLK の立ち上りエッジでサンプリングされるアドバンス入力信号。 このピンがアサート される
時、 バースト  サイクルで自動的にアドレスをインクリ メン ト

ADSP 入力 -
同期

CLK の立ち上りエッジでサンプリングされるプロセッサからのアドレス ストローブ、 アクティブ
LOW。 LOW にアサート された時、 デバイスに入力されたアドレスはアドレス レジスタに取り込
まれる。 A[1:0] はバースト  カウンターにもロード される。 ADSP と ADSC の両方がアサート され
た時、 ADSP のみ認識される。 CE1 が HIGH にデアサート された時、 ADSP は無視される

ADSC 入力 -
同期

CLK の立ち上りエッジでサンプリングされる、 コン ト ローラーからのアドレス ストローブ、 アク
テ ィブ LOW。 LOW にアサート された時、 デバイスに入力されたアドレスはアドレス レジスタに
取り込まれる。 A[1:0] はバースト  カウンターにもロード される。 ADSP と ADSC の両方がアサー
ト された時、 ADSP のみ認識される

BWE 入力 -
同期

バイ ト書き込みイネーブル入力、 アクティブ LOW。 CLK の立ち上りエッジでサンプリング。 バ
イ ト書き込みシーケンスを開始するためにこの信号を LOW にアサートすることが必要

ZZ 入力 -
非同期

ZZ 「スリープ」 入力、 アクテ ィブ HIGH。 HIGH にアサート された時、 デバイスはデータの統合性
が保持されたまま非タイム クリテ ィ カルな 「スリープ」 状態に入る。 通常動作では、 このピンを
LOW にする、 またはフローテ ィング状態のままにすることが必要。 ZZ ピンは内部プルダウン抵
抗に接続

DQs I/O-
同期

双方向データ I/O ライン。 入力として機能している場合、 これらの I/O ラインはデータをオンチッ
プ データ  レジスタに供給。 このデータ供給は CLK の立ち上りエッジでト リガされる。 出力とし
て機能している場合、 読み出しサイクル中に供給されたアドレスにより指定されるメモリ位置に
含まれるデータを送信。 このピンの方向は OE によって制御される。 OE が LOW にアサート され
る時、 このピンは出力として機能。 HIGH の場合、 DQs と DQPX は、 ト ライステート状態にされ
る。 OE の状態に関わらず、 出力は、 書き込みシーケンスのデータ転送の間、 または選択解除され
た状態からの出現、 またはデバイスが選択解除された時から最初のクロック  サイクルの間に自動
的にト ライステート状態に移行

DQPX I/O-
同期

双方向データパリティ I/O ライン。 機能的に、 これら信号は DQs と同一。 書き込みシーケンスの
間、 DQPx は、 BW[A:H] により制御される
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機能概要

すべての同期入力は、 クロックの立ち上りエッジにより制御さ
れる入力レジスタを通過します。 クロック立ち上りからの最大
アクセス遅延 (tCDV) は 6.5ns ( デバイス速度が 133MHz の場合
) です。 

CY7C1441KV33/CY7C1443KV33/CY7C1441KVE33 は、リニア
またはインターリーブ バースト  シーケンスのいずれかを使用
しているシステムでは二次キャッシュをサポート します。 イン
ターリーブ バースト順序はPentiumプロセッサをサポート しま
す。バースト順序はユーザーにより選択可能であり、 MODE 入
力をサンプリングするこ とで判定されます。 アクセスはプロ
セッサ アドレス ストローブ (ADSP) またはコン ト ローラー ア
ドレス ストローブ (ADSC) いずれか一方で開始できます。バー
スト  シーケンスを介したアドレスの増加は、 ADV 入力で制御
されます。 2 ビッ トの内蔵ラップアラウンド  バースト  カウン
ターは、 バースト  シーケンスの最初のアドレスを取り込んで、
バース ト  アクセスの残りにおいて自動的にアドレスをインク
リ メン ト します。

バイ ト書き込み処理は、バイ ト書き込みイネーブル (BWE) とバ
イ ト書き込みセレク ト  (BWx) 入力により可能になります。 グ
ローバル書き込みイネーブル (GW) はすべてのバイ ト書き込み
入力を無効にし、 すべての 4 バイ トにデータを書き込みます。
すべての書き込みは、 内蔵のセルフタイム同期書き込み回路で
簡素化されます。

3 つの同期チップ セレク ト  (CE1、 CE2、 CE3) と非同期出力イ
ネーブル (OE) 信号は、 バンクを容易に選択し、 出力ト ライス
テートを制御するためにを提供されます。CE1 が HIGH の場合、
ADSP は無視されます。

シングル読み出しアクセス

クロックの立ち上りで次の要件が満たされると、 シングル読み
出しアクセスは開始されます。 (1) CE1、CE2、および CE3 はす
べてアクテ ィブにアサート され、 (2) ADSP と ADSC のいずれ
かが LOW にアサート され (ADSC でアクセスを開始する場合、
この最初のサイクルの間書き込み入力をデアサートする必要が
あります )。 アドレス入力に供給されたアドレスはアドレス レ
ジスタおよびバース ト  カウンター／制御論理回路にラ ッチさ
れ、 メモリ  コアに送信されます。 OE 入力が LOW にアサート
されると、 要求されたデータは、 クロックの立ち上りの後に最
大 tCDV の間、データ出力で使用可能になります。 CE1 が HIGH
の場合、 ADSP は無視されます。

ADSP で開始されるシングル書き込みアクセス

クロックの立ち上りで次の条件の両方とも満たされると、 この
アクセスは開始されます。 (1) CE1、 CE2、 CE3 はすべてアク
テ ィブにアサート され、(2) ADSP は LOW にアサート されます。
送信されたアドレスは、アドレス レジスタにロード され、バー
スト入力 (GW、 BWE、 BWX) はこの最初のクロック  サイクル
の間無視されます。 次のクロックの立ち上りで書き込み入力が
アクテ ィブにアサート されると  ( 書き込みを示す対応状態につ
いては書き込みサイクル説明表を参照して く ださい )、対応デー

MODE 入力 -
スタティ ック

バースト順序を選択。 GND に接続された場合、 リニア バースト  シーケンスが選択される。 VDD
に接続するまたはフローティ ングのままにする時、 インターリーブ バースト  シーケンスが選択さ
れる。 これはスト ラップ ピンであり、 デバイス動作中に静的のままにすることが必要。 MODE ピ
ンは内部プルアップ抵抗に接続

VDD 電源供給 デバイス コアへの電源入力

VDDQ I/O 電源供給 I/O 回路へ電源供給

VSS グランド デバイスのコアのグランド

VSSQ I/O グランド I/O 回路のグランド

TDO JTAG シリアル 
データ同期出力

JTAG 回路へのシリアル データ出力。 TCK のネガティブ エッジでデータを送信 JTAG 機能を使用
しない場合は、 このピンを未接続にすることが必要。 このピンは TQFP パッケージには存在しな
い

TDI JTAG シリアル 
データ同期入力

JTAG 回路へのシリアル データ入力。 TCK の立ち上りエッジでサンプリング。 JTAG 機能を使用
しない場合、 このピンを未接続にするか、 またはプルアップ抵抗を介して VDD に接続することが
可能。 このピンは TQFP パッケージには存在しない

TMS JTAG シリアル 
データ同期入力

JTAG 回路へのシリアル データ入力。 TCK の立ち上りエッジでサンプリング。 JTAG 機能を使用
しない場合、 このピンを未接続にするか、 または VDD に接続することが可能。 このピンは TQFP
パッケージには存在しない

TCK JTAG クロック JTAG 回路へのクロック入力。 JTAG 機能を使用しない場合、 このピンを VSS に接続することが
必要。 このピンは TQFP パッケージには存在しない

NC – 未接続。 ダイに内部で接続されていない。 72M、 144M および 288M は、 ダイに内部的に接続され
ていないアドレス拡張ピン

NC/72M、
NC/144M、
NC/288M、
NC/576M、
NC/1G

– 未接続。 ダイに内部的に接続されていない NC/72M、 NC/144M、 NC/288M、 NC/576M、 および
NC/1G は、 ダイに内部的に接続されていないアドレス拡張ピン

ピン機能 ( 続き )
名称 I/O 説明
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タはデバイスにラッチされ、 書き込まれます。 バイ ト書き込み
は許可されます。 すべての I/O は、 バイ ト書き込みの間ト ライ
ステートになります。 これは共通 I/O デバイスのため、 データ
を DQ に送信する前に非同期 OE 入力信号をデアサート し、I/O
を ト ライステートにする必要があります。 安全対策と しては、
OE の状態に関わらず、書き込みサイクルが検出されると、デー
タラインを ト ライステートにします。

ADSC で開始されるシングル書き込みアクセス

クロックの立ち上りで次の要件が満たされると、 この書き込み
アクセスは開始されます。 (1) CE1、 CE2、 CE3 はすべてアク
ティブにアサート され、(2) ADSC は LOW にアサート され、(3)
ADSP は HIGH にデアサート され、(4) 書き込み入力信号 (GW、
BWE、BWX) は書き込みアクセスを示します。ADSP がアクテ ィ
ブ LOW になると ADSC は無視されます。

供給されたアド レスはアド レス レジスタ とバース ト  カウン
ター／制御論理回路にロード され、 メモリ  コアに送信されま
す。 DQS に供給される情報は、特定のアドレス位置に書き込ま
れます。 バイ ト書き込みは許可されます。 書き込みサイクルが
検出されると、バイ ト書き込みサイクル中でもすべての I/O は、
ト ライステートに入ります。これは共通の I/O デバイスのため、
データを DQ に送信する前に、 非同期 OE 入力信号をデアサー
ト し、 I/O を ト ライステートにする必要があります。 安全対策
としては、 OE の状態に関わらず、 書き込みサイクルが検出さ
れると、 データラインを ト ライステートにします。

バースト  シーケンス

CY7C1441KV33/CY7C1443KV33/CY7C1441KVE33 は、SRAM
に 2 ビッ ト  ラップアラウンド  バースト  カウンターを内蔵しま
す。 バースト  カウンターは、 A[1:0] でロード され、 リニアとイ
ンターリーブ バースト順序のどちらかに対応できます。バース
ト順序は、MODE 入力の状態で決まります。MODE ピンが LOW
になると、リニア バースト  シーケンスが選択されます。MODE
ピンが HIGH になれば、インターリーブ バースト順序が選択さ
れます。 MODE ピンを開放にすると、デバイスはインターリー
ブ バースト  シーケンスをデフォルトにします。 

スリープ モード

ZZ 入力ピンは非同期入力です。 ZZ をアサートすると、 SRAM
は省電力 「スリープ」 モードに入ります。 このスリープ モード
への移行および復帰には 2 クロック  サイクルかかります。この
モードでは、データの統合性が保証されます。スリープ モード
に入った時に保留中のアクセスは有効として見なされず、 動作
完了も保証されません。 デバイスはスリープ モードに入る前
に、 選択解除する必要があります。 ZZ 入力が LOW に復帰した

後、 CE1、 CE2、 CE3、 ADSP、 ADSC は tZZREC の間非アクテ ィ
ブのままにする必要があります。 

内蔵 ECC

CY7C1441KVE33 SRAM は、宇宙線やアルファ粒子などに起因
するソフ ト  エラー アップセッ ト  (SEU) イベン ト を含む単一
ビッ ト  メモリ  エラーをすべて検出し、訂正する ECC アルゴリ
ズムを内蔵します。 これらデバイスのソフ ト  エラー率 (SER)
は、一般的に SER が 200FIT/Mb 以上である ECC なしの SRAM
より 4 桁改善され、0.01FIT/Mb 未満です。内部データを保護す
るために、ECC パリテ ィ  ビッ ト  ( ユーザーには不可視 ) を使用
します。

ECC アルゴリズムは、マルチビッ ト  エラーを訂正しません。し
かし、 サイプレスの SRAM は、 シングル SER イベン トで任意
のデータ  ワードにマルチビッ ト  エラーが起こる可能性は非常
に低く なるように設計されています。マルチビッ ト  エラーは非
常に少な く、 SER はわずか 0.01FIT/Mb 未満です。 

インターリーブ バースト  アドレス表

(MODE = 開放または VDD)

1 番目の
アドレス
A1: A0

2 番目の
アドレス
A1: A0

3 番目の
アドレス
A1: A0

4 番目の
アドレス
A1: A0

00 01 10 11

01 00 11 10

10 11 00 01

11 10 01 00

リニア バースト  アドレス表

(MODE = GND)

1 番目の
アドレス
A1: A0

2 番目の
アドレス
A1: A0

3 番目の
アドレス
A1: A0

4 番目の
アドレス
A1: A0

00 01 10 11

01 10 11 00

10 11 00 01

11 00 01 10

ZZ モード電気的特性

パラメーター 説明 テスト条件 Min Max 単位

IDDZZ スリープ モード  スタンバイ電流 ZZ > VDD – 0.2V – 75 mA

tZZS デバイスの動作から ZZ までの時間 ZZ > VDD– 0.2V – 2tCYC ns

tZZREC ZZ 復帰時間 ZZ < 0.2V 2tCYC – ns

tZZI ZZ がスリープ電流にアクテ ィブ このパラメーターはサンプリングされた値
です

– 2tCYC ns

tRZZI スリープ電流までの ZZ 非アクテ ィブ
時間

このパラメーターはサンプリングされた値
です

0 – ns
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真理値表

以下は CY7C1441KV33/CY7C1443KV33/CY7C1441KVE33 の真理値表です。 [1、 2、 3、 4、 5]

サイクルの説明
使用され
るアドレ

ス
CE1 CE2 CE3 ZZ ADSP ADSC ADV WRITE OE CLK DQ

選択解除サイクル、 電源切断 無 H X X L X L X X X L–H ト ライステート

選択解除サイクル、 電源切断 無 L L X L L X X X X L–H ト ライステート

選択解除サイクル、 電源切断 無 L X H L L X X X X L–H ト ライステート

選択解除サイクル、 電源切断 無 L L X L H L X X X L–H ト ライステート

選択解除サイクル、 電源切断 無 X X H L H L X X X L–H ト ライステート

スリープ モード、 電源切断 無 X X X H X X X X X X ト ライステート

読み出しサイクル、 バースト開始 外部 L H L L L X X X L L–H Q

読み出しサイクル、 バースト開始 外部 L H L L L X X X H L–H ト ライステート

書き込みサイクル、 バースト開始 外部 L H L L H L X L X L–H D

読み出しサイクル、 バースト開始 外部 L H L L H L X H L L–H Q

読み出しサイクル、 バースト開始 外部 L H L L H L X H H L–H ト ライステート

読み出しサイクル、 バースト継続 後続 X X X L H H L H L L–H Q

読み出しサイクル、 バースト継続 後続 X X X L H H L H H L–H ト ライステート

読み出しサイクル、 バースト継続 後続 H X X L X H L H L L–H Q

読み出しサイクル、 バースト継続 後続 H X X L X H L H H L–H ト ライステート

書き込みサイクル、 バースト継続 後続 X X X L H H L L X L–H D

書き込みサイクル、 バースト継続 後続 H X X L X H L L X L–H D

読み出しサイクル、 バースト停止 現行 X X X L H H H H L L–H Q

読み出しサイクル、 バースト停止 現行 X X X L H H H H H L–H ト ライステート

読み出しサイクル、 バースト停止 現行 H X X L X H H H L L–H Q

読み出しサイクル、 バースト停止 現行 H X X L X H H H H L–H ト ライステート

書き込みサイクル、 バースト停止 現行 X X X L H H H L X L–H D

書き込みサイクル、 バースト停止 現行 H X X L X H H L X L–H D

注

1. X = 「ドン ト  ケア」。 H = 論理 HIGH、 L = 論理 LOW。 
2. 1 つ以上のバイ ト書き込みイネーブル信号と BWE = L または GW = L の時、 WRITE = L です。 すべてのバイ ト書き込みイネーブル信号、 BWE、 GW = H の時、

WRITE = H です。
3. DQ ピンは現行のサイクルと OE 信号によって制御されます。 OE は非同期で、 クロックと同期してサンプリングされません。
4. GW、 BWE、 または BWX の状態に関わらず、 ADSP がアサート されると、 SRAM は読み出しサイクルを開始します。 書き込みは、 ADSP の後に、 または

ADSC のアサート後の後続のクロック  サイクルでのみ行われます。従って、出力がト ライステートになるために、 OE を書き込みサイクルを開始する前に HIGH
レベルに駆動する必要があります。 OE はその後の書き込みサイクルでは 「ドン ト  ケア」 です。

5. OE は非同期で、 クロック立ち上り と同期してサンプリングされません。 これは、 書き込みサイクル中に内部でマスキングされます。 読み出しサイクルでは、
OE が非アクテ ィブ、 またはデバイスが選択解除された場合、 すべてのデータ  ビッ トは、 ト ライステートになります。 OE がアクテ ィブ (LOW) の場合、 すべて
のデータ  ビッ トは出力として機能します。
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書き込み／読み出しの部分真理値表

以下は CY7C1441KV33/CY7C1441KVE33 の書き込み／読み出しの部分真理値表です。 [6、 7、 8]

機能 (CY7C1441KV33/CY7C1441KVE33) GW BWE BWD BWC BWB BWA

読み出し H H X X X X

読み出し H L H H H H

バイ ト A 書き込み (DQA、 DQPA) H L H H H L

バイ ト B 書き込み (DQB、 DQPB) H L H H L H

バイ ト A、 B 書き込み (DQA、 DQB、 DQPA、 DQPB) H L H H L L

バイ ト C 書き込み (DQC、 DQPC) H L H L H H

バイ ト C、 A 書き込み (DQC、 DQA、 DQPC、 DQPA) H L H L H L

バイ ト C、 B 書き込み (DQC、 DQB、 DQPC、 DQPB) H L H L L H

バイ ト C、 B、 A 書き込み (DQC、 DQB、 DQA、
DQPC、 DQPB、 DQPA)

H L H L L L

バイ ト D 書き込み (DQD、 DQPD) H L L H H H

バイ ト D、 A 書き込み (DQD、 DQA、 DQPD、 DQPA) H L L H H L

バイ ト D、 B 書き込み (DQD、 DQA、 DQPD、 DQPA) H L L H L H

バイ ト D、 B、 A 書き込み (DQD、 DQB、 DQA、
DQPD、 DQPB、 DQPA)

H L L H L L

バイ ト D、 B 書き込み (DQD、 DQB、 DQPD、 DQPB) H L L L H H

バイ ト D、 B、 A 書き込み (DQD、 DQC、 DQA、
DQPD、 DQPC、 DQPA)

H L L L H L

バイ ト D、 C、 A 書き込み (DQD、 DQB、 DQA、 
DQPD、 DQPB、 DQPA)

H L L L L H

すべてのバイ ト書き込み H L L L L L

すべてのバイ ト書き込み L X X X X X

書き込み／読み出しの部分真理値表

以下は CY7C1443KV33 の書き込み／読み出しの部分真理値表です。 [6、 7、 8]

機能 (CY7C1443KV33) GW BWE BWB BWA

読み出し H H X X

読み出し H L H H

バイ ト A 書き込み – (DQA、 DQPA) H L H L

バイ ト B 書き込み – (DQB、 DQPB) H L L H

すべてのバイ ト書き込み H L L L

すべてのバイ ト書き込み L X X X

注

6. X = 「ドン ト  ケア」。 H = 論理 HIGH、 L = 論理 LOW。
7. この表では、 バイ ト書き込みの組み合わせの一部を示します。 どの BWX の組合せも可能です。 書き込みは、 アクテ ィブになるバイ ト書き込み信号に応じて適

切に行われます。
8. BWx は、 任意の書き込み信号 BW[A..H] を示します。 任意のバイ ト書き込み BWx を有効にするために、 論理 LOW 信号をクロックの立ち上りで適用する必要が

あります。 任意の書き込みに対してバイ ト書き込みを何件でも同時に有効にできます。
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IEEE 1149.1 シリアル バウンダリ  スキャン 
(JTAG)

CY7C1441KV33 は、 シリアル バウンダリ  スキャン テスト  ア
クセス ポート  (TAP) を内蔵します。このデバイスは、1149.1 に
完全に準拠します。 TAP は、 JEDEC 標準の 3.3 V または 2.5 V
I/O 論理レベルで動作します。

CY7C1441KV33 は、 TAP コン ト ローラー、 命令レジスタ、 バ
ウンダリ  スキャン レジスタ、バイパス レジスタ、および ID レ
ジスタを含みます。

JTAG 機能の無効化

JTAG 機能を使用せず、 SRAM を動作させることができます。
TAP コン トローラーを無効にするためには、TCK を LOW (VSS)
に接続してデバイスへのクロッ ク供給を防ぐ必要があります。
TDI と TMS は内部でプルアップされ、未接続にできます。かわ
りに、 プルアップ抵抗を介して VDD にも接続できます。 TDO
は未接続にする必要があります。 電源投入時にデバイスは、 デ
バイス動作を妨げないリセッ ト状態に入ります。 

テスト  アクセス ポート  (TAP)

テスト  クロック  (TCK)

テスト  クロックは TAP コン ト ローラーとのみ併用できます。す
べての入力を TCK の立ち上りエッジで取り込みます。すべての
出力は TCK の立ち下りエッジで駆動されます。

テスト  モード選択 (TMS)

TMS 入力は、TAP コン ト ローラーにコマンドを送信するために
使用され、TCKの立ち上りエッジでサンプリングされます。TAP
を使用しない場合、 このボールを未接続にできます。 ボールは
内部で引き上げられるため、 論理 HIGH レベルです。

テスト  データ入力 (TDI)

TDI ボールは、 レジスタに情報をシリアル入力するために使用
され、どのレジスタの入力にも接続できます。TDI と TDO 間の
レジスタは、 TAP 命令レジスタにロード された命令によって選
択されます。 TAP がアプリケーシ ョ ンで使用されていない場合
TDI は内部でプルアップされ、 開放できます。 TDI はあらゆる
レジスタの最上位ビッ ト  (MSB) に接続されます。 (14 ページの
TAP コン ト ローラーのブロックダイヤグラムを参照して くださ
い )

テスト  データ出力 (TDO)

TDO 出力ボールは、レジスタからデータをクロックに同期して
シリアル出力するために使用されます。 出力は、 TAP ステート
マシンの状態に応じてアクテ ィブになります。出力は TCK の立
ち下りエッジで変化します。TDO は、レジスタの最下位ビッ ト
(LSB) に接続されます。 (14 ページの TAP コン ト ローラー状態
遷移図を参照して ください )

TAP リセッ トの実行 

リセッ トは、 TCK の 5 つの立ち上りエッジの間 TMS を HIGH
(VDD) にすることで実行されます。 このリセッ トは、 SRAM の
動作に影響を与えず、 SRAM の動作中に実行できます。

電源投入時に、TDO が HIGH Z 状態に初期化されるために、TAP
を内部でリセッ ト します。

TAPレ ジスタ

TDI と TDO の間にレジスタを接続し SRAM テスト回路の入力
と出力データをスキャンできます。 命令レジスタを介して、 一
度に選択されるレジスタは 1 つのみです。 データは TCK の立
ち上りエッジで TDI ボールに順次ロード されます。 データは
TCK の立ち下りエッジで TDO ボールに出力されます。

命令レジスタ

3 ビッ トの命令を命令レジスタに順次ロードできます。 このレ
ジスタは、 14 ページの TAP コン ト ローラーのブロックダイヤ
グラムに示すように、 TDI と TDO ボール間に配置された時に
ロード されます。 電源投入時に、 IDCODE 命令が命令レジスタ
にロード されます。 前述したように、 コン ト ローラーがリセッ
ト状態になった場合にも、 IDCODE 命令が命令レジスタにロー
ド されます。

TAP コン ト ローラーが Capture-IR 状態になった時、 基板レベ
ルのシリアル テスト  データ  パスの障害防止を可能にするため
に、 2 進数 「01」 パターンが最下位 2 ビッ トにロード されます。

バイパスレジスタ

レジスタをとおしてデータを順次シフ トする際の時間を節約す
るために、 特定のチップをスキップすることが有効な場合もあ
ります。 バイパス レジスタは、 TDI と TDO ボール間に配置で
きる 1 ビッ トのレジスタです。 これにより、 最小限の遅延で
SRAM を介してデータをシフ トできます。BYPASS 命令が実行
されると、 バイパス レジスタは LOW (VSS) に設定されます。

バウンダリ  スキャン レジスタ

バウンダリ  スキャン レジスタは、 SRAM 上のすべての入力お
よび双方向ボールに接続されます。 

バウンダ リ  スキャ ン レジスタは、 TAP コ ン ト ローラーが
Capture-DR 状態になった時に RAM I/O リングの内容でロード
され、 そしてコン ト ローラーが Shift-DR 状態に入ると TDI と
TDO ボール間に配置されます。EXTEST、SAMPLE/PRELOAD、
SAMPLE Z 命令は、 I/O リングの内容を取り込むために使用で
きます。

18 ページのバウンダリ  スキャン順序に、 ビッ トが接続されて
いる順序を示します。各ビッ トは、 SRAM パッケージ上の 1 つ
の端子に対応します。 レジスタの MSB は TDI に、 LSB は TDO
に接続されます。

識別 (ID) レジスタ

IDCODE コマンドが命令レジスタにロード された時、
Capture-DR 状態の間に、 ID レジスタにベンダー固有の 32
ビッ ト  コードがロード されます。 IDCODE は SRAM 内に格納
され、 TAP コン ト ローラーが Shift-DR 状態になるとシフ トア
ウト されます。 ID レジスタのベンダー コードおよびその他の
情報は 17 ページの ID レジスタの定義を参照して ください。
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TAP 命令セッ ト

概要

3 ビッ トの命令レジスタにより、 8 つの異なる命令があります。
すべての組合せは、 命令コード表に一覧表示します。 これらの
命令の内 3 つは RESERVED で、 使用できません。 残りの 5 つ
の命令を本節で詳し く説明します。

命令レジスタがTDI と TDOの間に配置されると、命令はShift-IR
状態の間に TAP コン ト ローラーにロード されます。 この状態の
間に、命令は命令レジスタを通して TDI ボールから TDO ボール
までシフ ト されます。シフ ト インされた命令を実行するために、
TAP コン ト ローラーを Update-IR 状態にする必要があります。

IDCODE

IDCODE 命令はベンダー固有の 32 ビッ ト  コードを命令レジス
タにロード します。 また、 命令レジスタを TDI と TDO ボール
の間に配置して、TAP コン ト ローラが Shift-DR 状態に入る時に
IDCODE をデバイスからシフ トアウト します。

IDCODE 命令は、 電源投入時または TAP コン ト ローラーが
「Test-Logic-Reset」 状態に入る度に、 命令レジスタにロード さ
れます。

SAMPLE Z

TAP コン ト ローラーが Shift-DR 状態の時に、 SAMPLE Z 命令
はバウンダリ  スキャン レジスタを TDI と TDO ピンの間に接続
します。 SAMPLE Z コマンドにより、 「Update IR」 状態中に次
のコマンドが発行されるまで出力バスが High Z 状態です。

SAMPLE/PRELOAD

SAMPLE/PRELOAD は 1149.1 標準の必須命令です。
SAMPLE/PRELOAD 命令が命令レジスタにロード され、 TAP
コン ト ローラーが Capture-DR 状態になると、 入力と出力ピン
上のデータのスナップシ ョ ッ トがバウンダリ  スキャン レジス
タに取り込まれます。 

TAP コン トローラー クロックは最大 20MHz の周波数で動作す
るのに対して、 SRAM クロックは桁違いに速い周波数で動作す
ることに注意して ください。 クロック周波数に大きな差がある
ため、 入出力は Capture-DR 状態中に変化する可能性がありま
す。 そのため、 TAP は遷移中 ( メ タステーブル状態 ) の信号を
取り込も う とするかもしれません。 これはデバイスに悪影響を
与えませんが、 取り込まれた値に対する保証はありません。 結
果を再現できない場合があります。

バウンダリ  スキャン レジスタが信号の正しい値を取り込むた
めに、 SRAM 信号は、 TAP コン ト ローラーのキャプチャ  セッ
トアップ + ホールド時間 (tCS + tCH) を満たす十分な安定時間を
取る必要があります。SAMPLE/PRELOAD 命令の間にクロック
を停止する ( または遅 く する ) 方法がデザインにない場合、
SRAM クロッ ク入力は正常に取り込まれない場合があります。
その場合でも、 他のすべての信号を取り込み、 単にクロックで
バウンダリ  スキャン レジスタに取り込まれた値を無視するこ
とも可能です。

データが取り込まれた後、TAP を Shift-DR 状態に移行させるこ
とでデータをシフ トアウトできます。 これにより、 バウンダリ
スキャン レジスタが TDI と TDO ピンの間に配置されます。

PRELOAD では、 他のバウンダリ  スキャン テスト動作の選択
の前に、 初期データ  パターンをバウンダリ  スキャン レジスタ
セルのラッチされたパラレル出力に配置します。

SAMPLE および PRELOAD のデータのシフ トは、 必要に応じ
て同時に実行できます。 つまり取り込まれたデータがシフ トア
ウト されている間にプリロード されたデータがシフ ト インされ
ます。

BYPASS

BYPASS 命令が命令レジスタにロード され、TAP が Shift-DR 状
態になる時、 バイパス レジスタは TDI と TDO ピンの間に配置
されます。 BYPASS 命令の利点は、複数のデバイスが基板上で
互いに接続されている時に、 バウンダリ  スキャン パスを短縮
することです。

EXTEST

EXTEST 命令は、 プリロード されたデータをシステム出力ピン
をとおして駆動します。 また、 コン ト ローラーが Shift-DR 状態
の間に、 この命令はシリアル アクセスのためにバウンダリ  ス
キャン レジスタを TDI と TDO の間に接続します。

EXTEST OUTPUT BUS TRI-STATE

IEEE 標準 1149.1 では、 TAP コン ト ローラーは出力バスを ト ラ
イステートモードにできることを義務づけています。 

バウンダリ  スキャン レジスタには、ビッ ト 89 に位置付けられ
た特別なビッ トがあります (165 ボール FBGA パッケージの場
合 )。 「extest output bus tristate」 と呼ばれるこのスキャン セル
は、 TAP コン ト ローラーで 「Update-DR」 状態中にプリロード
レジスタにラッチされた時、 EXTEST が現時点の命令として入
力されると、出力 (Q バス ) ピンの状態を直接制御します。この
ビッ トは HIGH の時、出力バッファに出力バスを駆動させます。
LOW の時、 出力バスを High Z 状態に移行させます。 

Shift-DR 状態中に、 SAMPLE/PRELOAD または EXTEST コマ
ンドを入力して、 所望のビッ ト をそのセルにシフ トすることで
このビッ ト をセッ トできます。「Update-DR」 の間に、そのシフ
ト  レジスタ  セルにロード された値はプリロード  レジスタに
ラッチされます。 EXTEST 命令を入力すると、 このビッ トは出
力 Q バス ピンを直接制御します。 デバイスが電源投入された
時や TAP コン ト ローラーが 「Test-Logic-Reset」 状態になった
時に出力を有効にするために、 このビッ トは HIGH にあらかじ
めセッ ト されることに注意して く ださい。 

Reserved

これら命令は実装されていませんが、 将来のために予約されま
す。 これらの命令を使用しないで く ださい。
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遷移状態の隣の 0、 1 の数字は、 TCK の立ち上りエッジでの
TMS の値を示します。 

TAP コン ト ローラー状態遷移図
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TAP コン ト ローラーのブロックダイヤグラム
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3.3V TAP AC テスト条件

入力パルス レベル ............................................. VSS ～ 3.3V

入力の立ち上り と立ち下り時間 ( スルーレート ) ........ 2V/ns

入力タイ ミングのリファレンス電圧レベル .................. 1.5V

出力のリファレンス電圧レベル .................................... 1.5V

テスト負荷終端電源電圧 ............................................... 1.5V

2.5V TAP AC テスト条件

入力パルス レベル .............................................VSS ～ 2.5V

入力の立ち上り と立ち下り時間 ( スルーレート ) .........2V/ns

入力のタイ ミングのリファレンス電圧レベル .............1.25V

出力のリファレンス電圧レベル ...................................1.25V

テスト負荷終端電源電圧 .............................................1.25V

TAP AC スイッチング特性

動作範囲において

パラメーター [9、 10] 説明 Min Max 単位

クロック

tTCYC TCK クロック  サイクル時間 50 – ns

tTF TCK クロック周波数 – 20 MHz

tTH TCK クロック HIGH 時間 20 – ns

tTL TCK クロック LOW 時間 20 – ns

出力時間

tTDOV TCK クロック LOW から TDO 有効までの時間 – 10 ns

tTDOX TCK クロック LOW から TDO 無効までの時間 0 – ns

セッ トアップ時間

tTMSS TCK クロックの立ち上りまでの TMS セッ トアップ時間 5 – ns

tTDIS TCK クロックの立ち上りまでの TDI セッ トアップ時間 5 – ns

tCS TCK の立ち上りまでのキャプチャ  セッ トアップ時間 5 – ns

ホールド時間

tTMSH TCK クロック立ち上り後の TMS ホールド時間 5 – ns

tTDIH TCK クロック立ち上り後の TDI ホールド時間 5 – ns

tCH TCK クロック立ち上り後のキャプチャ  ホールド時間 5 – ns

3.3V TAP AC 出力負荷の等価回路

TDO

1.5V

20p FZ  = 50ΩO

50Ω

2.5V TAP AC 出力負荷の等価回路

TDO

1.25V

20pFZ  = 50ΩO

50Ω

注

9. tCS と tCH は、 バウンダリ  スキャン レジスタからデータをラッチするためのセッ トアップとホールド時間を示します。 
10. テスト条件は、 TAP AC テスト条件での負荷を使用して指定されます。 tR/tF = 2V/ns ( スルー レート )。
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TAP DC 電気的特性および動作条件

( 特記されていない限り、 0°C < TA < +70°C ； VDD = 3.135V ～ 3.6V)

パラメーター [11] 説明 説明 条件 Min Max 単位

VOH1 出力 HIGH 電圧 IOH = –4.0mA VDDQ=3.3V 2.4 – V

IOH = –1.0mA VDDQ=2.5V 2.0 – V

VOH2 出力 HIGH 電圧 IOH=–100µA VDDQ=3.3V 2.9 – V

VDDQ=2.5V 2.1 – V

VOL1 出力 LOW 電圧 IOL=8.0mA VDDQ=3.3V – 0.4 V

IOL=1.0mA VDDQ=2.5V – 0.4 V

VOL2 出力 LOW 電圧 IOL=100µA VDDQ=3.3V – 0.2 V

VDDQ=2.5V – 0.2 V

VIH 入力 HIGH 電圧 VDDQ=3.3V 2.0 VDD+0.3 V

VDDQ=2.5V 1.7 VDD+0.3 V

VIL 入力 LOW 電圧 VDDQ=3.3V –0.3 0.8 V

VDDQ=2.5V –0.3 0.7 V

IX 入力負荷電流 GND < VIN < VDDQ –5 5 µA

注

11. すべての電圧は VSS (GND) を基準にします。
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ID レジスタの定義

命令フ ィールド
CY7C1441KV33 

(1M×36) 説明

リビジ ョ ン番号 (31:29) 000 リビジ ョ ン番号を示します。

デバイス深部 (28:24) 01011 内部使用のために予約済み

アーキテクチャ／メモリ  タイプ (23:18)[12] 000001 メモリ  タイプとアーキテクチャを定義

バス幅／容量 (17:12) 100111 幅と容量を定義

サイプレスの JEDEC ID コード  (11:1) 00000110100 SRAM ベンダーを識別

ID レジスタの有無インジケータ  (0) 1 ID レジスタの有無を示します。

スキャン レジスタ  サイズ

レジスタ名 ビッ ト  サイズ (×36)

命令バイパス 3

バイパス 1

ID 32

バウンダリ  スキャン順序 (165 ボール FBGA パッケージ ) 89

ID コード

命令 コード 説明

EXTEST 000 I/O リングの内容を取り込みます。

IDCODE 001 ベンダー ID コードを ID レジスタにロード し、 レジスタを TDI と TDO の間に配置。 この処
理は SRAM 動作に影響を与えません。

SAMPLE Z 010 I/O リングの内容を取り込みます。 バウンダリ  スキャン レジスタを TDI と TDO の間に配置。
すべての SRAM 出力ドライバーを HIGH Z 状態に移行させます。

RESERVED 011 未使用。 将来のために予約されます。

SAMPLE/PRELOAD 100 入力および出力リングの内容を取り込みます。 バウンダリ  スキャン レジスタを TDI と TDO
の間に配置。 SRAM 動作に影響を与えません。

RESERVED 101 未使用。 将来のために予約されます。

RESERVED 110 未使用。 将来のために予約されます。

BYPASS 111 バイパス レジスタを TDI と TDO の間に配置。 この動作は SRAM 動作に影響を与えません。

注

12. 本デバイスの 2.5V と 3.3V バージ ョ ンの両方の ID レジスタ定義ではビッ ト 24 が 「1」 です。
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バウンダリ  スキャン順序

165 ボール FBGA [13、 14]

CY7C1441KV33 (1M×36)

ビッ ト番号 ボール ID ビッ ト番号 ボール ID ビッ ト番号 ボール ID ビッ ト番号 ボール ID

1 N6 26 E11 51 A3 76 N1

2 N7 27 D11 52 A2 77 N2

3 N10 28 G10 53 B2 78 P1

4 P11 29 F10 54 C2 79 R1

5 P8 30 E10 55 B1 80 R2

6 R8 31 D10 56 A1 81 P3

7 R9 32 C11 57 C1 82 R3

8 P9 33 A11 58 D1 83 P2

9 P10 34 B11 59 E1 84 R4

10 R10 35 A10 60 F1 85 P4

11 R11 36 B10 61 G1 86 N5

12 H11 37 A9 62 D2 87 P6

13 N11 38 B9 63 E2 88 R6

14 M11 39 C10 64 F2 89 内部

15 L11 40 A8 65 G2

16 K11 41 B8 66 H1

17 J11 42 A7 67 H3

18 M10 43 B7 68 J1

19 L10 44 B6 69 K1

20 K10 45 A6 70 L1

21 J10 46 B5 71 M1

22 H9 47 A5 72 J2

23 H10 48 A4 73 K2

24 G11 49 B4 74 L2

25 F11 50 B3 75 M2

注

13. NC ( 未接続 ) のボールは LOW にプリセッ ト されます。
14. ビッ ト 89 は HIGH にプリセッ ト されます。
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最大定格

最大定格を超えるとデバイスの寿命が短く なる可能性がありま
す。 ユーザー ガイドラインはテスト されません。

保存温度 .....................................................–65°C ～ +150°C

通電時の周囲温度 ......................................–55°C ～ +125°C

GND を基準とした VDD 電源電圧 ................ –0.3V ～ +4.6V

GND を基準とした VDDQ 電源電圧 .............. –0.3 V to +VDD

ト ライステート状態の出力に
印加できる DC 電圧 ............................ –0.5V ～ VDDQ+0.5V

DC 入力電圧 ...........................................–0.5V ～ VDD+0.5V

出力 (LOW) への電流 .................................................. 20mA

静電放電時の電圧 
(MIL-STD-883、 メ ソ ッ ド 3015) ...............................>2001V

ラッチアップ電流 ...................................................  >200mA

DC 入力電圧 ...........................................–0.5V ～ VDD+0.5V

出力 (LOW) への電流 .................................................. 20mA

静電放電時の電圧 
(MIL-STD-883 準拠、 メソ ッ ド 3015) .......................>2001V

ラッチアップ電流 ...................................................  >200mA

動作範囲

範囲 周囲温度 VDD VDDQ

商業用 0°C ～ +70°C 3.3V – 5% / 
+ 10%

2.5V – 5%～ 
VDD産業用 –40°C ～ +85°C

中性子ソフ ト  エラー耐性

パラメーター 説明
テスト
条件

Typ Max* 単位

LSBU (ECC な
しのデバイス )

単一論理
ビッ ト反転

25 ℃ <5 5 FIT/
Mb

LSBU (ECC 付
きのデバイス )

0 0.01 FIT/
Mb

LMBU ( すべて
のデバイス )

複数論理
ビッ ト反転

25 ℃ 0 0.01 FIT/
Mb

SEL ( すべての
デバイス )

シングル 
イベン ト  

ラッチアップ

85 ℃ 0 0.1 FIT/
Dev

* テスト中に LMBU または SEL イベン トは発生しません。本項は χ2 分布の 95%
信頼上限を示します。 詳細は、 AN54908 「中性子の SER 加速試験と地上にお
ける故障率の計算」 のアプリケーシ ョ ン ノート を参照して ください。

電気的特性

動作範囲において

DC 特性

動作範囲において

パラメーター [15、 16] 説明 テスト条件 Min Max 単位

VDD 電源電圧 3.135 3.6 V

VDDQ I/O 電源電圧 3.3V I/O の場合 3.135 VDD V

2.5V I/O の場合 2.375 2.625 V

VOH 出力 HIGH 電圧 3.3V I/O、 IOH = –4.0mA の場合 2.4 – V

2.5 V I/O、 IOH = –1.0mA の場合 2.0 – V

VOL 出力 LOW 電圧 3.3V I/O、 IOL=8.0mA の場合 – 0.4 V

2.5V I/O、 IOL=1.0mA の場合 – 0.4 V

VIH 入力 HIGH 電圧 [15] 3.3V I/O の場合 2.0 VDD + 0.3V V

2.5V I/O の場合 1.7 VDD + 0.3V V

VIL 入力 LOW 電圧 [15] 3.3V I/O の場合 -0.3 0.8 V

2.5V I/O の場合 -0.3 0.7 V

IX 入力リーク電流 (ZZ と
MODE を除く )

GND ≤ VI ≤ VDDQ -5 5 μA

MODE の入力電流 入力 =VSS -30 – μA

入力 =VDD – 5 μA

ZZ の入力電流 入力 =VSS -5 – μA

入力 =VDD – 30 μA

注

15. オーバーシュート : VIH(AC) < VDD +1.5V ( パルス幅が tCYC/2 未満 )、 アンダーシュート : VIL(AC) > –2V ( パルス幅が tCYC/2 未満 )。
16. TPower-up: 200ms 以内に 0V から VDD(min) までの直線傾斜を前提とします。 この間では、 VIH < VDD、 VDDQ < VDD。

http://www.cypress.com/?rID=38369
http://www.cypress.com/?rID=38369
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IOZ 出力リーク電流 GND ≤ VI ≤ VDDQ、 出力が無効 -5 5 μA

IDD VDD の動作時供給電流 VDD = Max.、 IOUT = 
0mA、 f = fMAX = 1/tCYC

7.5ns のサイクル、
133MHz

×18 – 150 mA

×36 – 170

ISB1 自動CEのパワーダウン電流 
– TTL 入力

最大 VDD、
デバイス選択解除、 
VIN  VIH または
VIN  VIL、 f = fMAX、
入力切り替え

7.5ns のサイクル、
133MHz

×18 – 85 mA

×36 – 90

ISB2 自動CEのパワーダウン電流 
– CMOS 入力

最大 VDD、
デバイス選択解除、
VIN  VDD – 0.3V
または VIN  0.3V、
f = 0、 入力が静止状態
にある

7.5ns のサイクル、
133MHz

×18 – 75 mA

×36 – 80

ISB3 自動CEのパワーダウン電流 
– CMOS 入力

最大 VDD、
デバイス選択解除、
VIN  VDDQ – 0.3V
または VIN  0.3V、
f = fMAX、入力切り替え

7.5ns のサイクル、
133MHz

×18 – 85 mA

×36 – 90

ISB4 自動CEのパワーダウン電流 
– TTL 入力

最大 VDD、
デバイス選択解除、
VIN  VDD – 0.3V
またはVIN  0.3V、
f = 0、 入力が静止状態
にある

7.5ns のサイクル、
133MHz

×18 – 75 mA

×36 – 80

電気的特性 ( 続き )

動作範囲において

DC 特性 ( 続き )
動作範囲において

パラメーター [15、 16] 説明 テスト条件 Min Max 単位
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静電容量

パラメーター [17] 説明 テスト条件
100 ピン

TQFP 最大値
165 ボール

FBGA 最大値
単位

CIN 入力静電容量 TA = 25°C、 f = 1MHz、
VDD = 3.3V、 VDDQ = 2.5V

5 5 pF

CCLK クロック入力静電容量 5 5 pF

CIO 入力／出力の静電容量 5 5 pF

熱抵抗

パラメーター [17] 説明 テスト条件
100 ピン

TQFP
パッケージ

165 ボール
FBGA

パッケージ
単位

ΘJA 熱抵抗
( 接合部から周囲 )

テ ス ト 条 件 は、
EIA/JESD51 による、 熱
インピーダンスを測定
するための標準的なテ
スト方法と手順に従う

エア静止 (0 m/s) 35.36 14.24 °C/W

エアーフロー (1 m/s) 31.30 12.47

エアーフロー (3 m/s) 28.86 11.40

ΘJC 熱抵抗
( 接合部からケース )

– 7.52 3.92

ΘJB 熱抵抗
（接合部から基板へ）

28.89 7.19

AC テストの負荷と波形
図 3.  AC テストの負荷と波形

出力

R = 317

R = 351
5 pF

 JIGと

スコープを

 含む
(a) (b)

出力

RL = 50
Z0 =50

VT = 1.5V

3.3V  すべての入力パルス
VDDQ

GND

90%
10%

90%

10%

2V/ns  1ns

(c)

出力

R = 1667

R = 1538
5 pF

(a) (b)

出力

RL =50
Z0 =50

VT = 1.25V

2.5V  すべての入力パルス
VDDQ

GND

90%
10%

90%

10%

2V/ns ≤ 1ns

(c)

3.3V I/O テスト負荷

2.5V I/O テスト負荷

 JIGと

スコープを

 含む

注

17. 開発時とこれらのパラ メーターに影響を与える可能性のある設計／プロセス変更があった後にテス ト されます。
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注

18. タイ ミ ングのリファレンス電圧レベルは、 VDDQ = 3.3V の場合は 1.5V であり、 VDDQ = 2.5V の場合は 1.25V です。
19. 特に明記しない限り、 テス ト条件は、 AC テスト負荷の (a) に示します。
20. このデバイスは電圧レギュレータを内蔵します。 tPOWER は、 読み出しまたは書き込み処理が開始される前に、 VDD ( 最小値 ) を超えた電源を供給する必要がある

時間です。
21. tCHZ、 tCLZ、 tOELZ、 tOEHZ は、 21 ページの図 3 の (b) に示した AC テスト条件で指定されます。 遷移は定常状態での電圧 ± 200mV の電圧レベルで測定されます。
22. 任意の所与の電圧と温度において、 同じデータ  バスを共用する時、 SRAM 間にバス競合を回避するために、 tOEHZ は tOELZ より少な く 、 tCHZ は tCLZ より少ないで

す。 これらの仕様では、 バス競合条件を説明しませんが、 最悪の場合のユーザー条件において保証されるパラ メーターを示します。 デバイスは、 同じシステム条
件の下で LOW Z の前に HIGH Z を達成するようにに設計されています。

23. このパラ メーターはサンプリングされた値であり、 すべてのデバイスでは試験されません。

スイッチング特性

動作範囲において

パラメーター [18、 19] 説明
-133

単位
Min Max

tPOWER VDD (Min) から最初のアクセスまでの時間 [20] 1 – ms

クロック

tCYC クロック  サイクル期間 7.5 – ns

tCH クロック HIGH 2.5 – ns

tCL クロック LOW 2.5 – ns

出力時間

tCDV CLK 立ち上り後のデータ出力有効時間 – 6.5 ns

tDOH CLK 立ち上り後のデータ出力ホールド時間 2.5 – ns

tCLZ クロックから LOW Z までの時間 [21、 22、 23] 2.5 – ns

tCHZ クロックから HIGH Z までの時間 [21、 22、 23] – 3.8 ns

tOEV OELOW から出力有効までの時間 – 3.0 ns

tOELZ OE LOW から出力 LOW Z までの時間 [21、 22、 23] 0 – ns

tOEHZ OE HIGH から出力 HIGH Z までの時間 [21、 22、 23] – 3.0 ns

セッ トアップ時間

tAS CLK 立ち上り前のアドレス セッ トアップ時間 1.5 – ns

tADS CLK 立ち上り前の ADSP、 ADSC 1.5 – ns

tADVS CLK 立ち上り前の ADV セッ トアップ時間 1.5 – ns

tWES CLK 立ち上り前の GW、 BWE、 BWX セッ トアップ時間 1.5 – ns

tDS CLK 立ち上り前のデータ入力セッ トアップ時間 1.5 – ns

tCES チップ イネーブル セッ トアップ時間 1.5 – ns

ホールド時間

tAH CLK 立ち上り後のアドレス ホールド時間 0.5 – ns

tADH CLK 立ち上り後の ADSP、 ADSC ホールド時間 0.5 – ns

tWEH CLK 立ち上り後の GW、 BWE、 BWX ホールド時間 0.5 – ns

tADVH CLK 立ち上り後の ADV ホールド時間 0.5 – ns

tDH CLK 立ち上り後のデータ入力ホールド時間 0.5 – ns

tCEH CLK 立ち上り後のチップ イネーブル ホールド時間 0.5 – ns
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タイ ミング図
図 4.  読み出しサイクル タイ ミング [24]

.
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t CL
CLK

tADHtADS
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t CEHtCES

Data Out (Q) High-Z

t CLZ
tDOH
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t OEHZ

t CDV

Single READ BURST
READ

t OEV t OELZ
t CHZ

Burst wraps around
to its initial state

t
ADVH

t
ADVS

t
WEH

t WES

tADHtADS

Q(A2) Q(A2 + 1) Q(A2 + 2)Q(A1) Q(A2) Q(A2 + 1) Q(A2 + 2)Q(A2 + 3)

A2

ADV suspends burst

Deselect Cycle

DON’T CARE UNDEFINED

ADSP

ADSC

GW, BWE,BW
X

CE

ADV

OE

注

24. この図では、 CE が LOW の場合、 CE1 は LOW、 CE2 は HIGH、 CE3 は LOW です。 CE が HIGH の場合、 CE1 は HIGH、 または CE2 は LOW、 または CE3 は
HIGH です。



CY7C1441KV33
CY7C1443KV33

CY7C1441KVE33

文書番号 : 001-96008 Rev. *C ページ 24/32

図 5.   書き込みサイクル タイ ミング [25、 26]

.

タイ ミング図 ( 続き )

t CYC
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CLK

tADHtADS
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tOEHZ
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tWEHtWES

t DHt
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t
WEH

t
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Byte write signals are ignored for first cycle when
ADSP initiates burst

ADSC extends burst
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DON’T CARE UNDEFINED

ADSP

ADSC

BWE,

     BWX

GW

CE

ADV

OE

Data in (D)

Data Out (Q)

注

25. この図では、 CE が LOW の場合、 CE1 は LOW、 CE2 は HIGH、 CE3 は LOW です。 CE が HIGH の場合、 CE1 は HIGH、 または CE2 は LOW、 または CE3 は
HIGH です。

26. 全幅の書き込みは、 GW が LOW、 または GW が HIGH、 BWE が LOW、 BWX が LOW になると開始できます。
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図 6.  読み出し／書き込みサイクル タイ ミング [27、 28、 29]

.

タイ ミング図 ( 続き )
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ADSC

 BWE, BW X
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ADV
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注

27. この図では、 CE が LOW の場合、 CE1 は LOW、 CE2 は HIGH、 CE3 は LOW です。 CE が HIGH の場合、 CE1 は HIGH、 または CE2 は LOW、 または CE3 は
HIGH です。

28. 新しい読み出しアクセスが ADSP または ADSC により開始されないかぎり、 データ  バス (Q) は書き込みサイクルの後 HIGH Z のままです。
29. GW は HIGH です。
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図 7.  ZZ モード  タイ ミング [30、 31]
タイ ミング図 ( 続き )

t ZZ

I SUPPLY

CLK

ZZ

t ZZREC

A LL INPUTS

(except ZZ)

DON’T CARE

I DDZZ

t ZZI

t RZZI

Outputs (Q) High-Z

DESELECT or READ Only

注

30. ZZ モードに入る時、 デバイスを選択解除する必要があります。 デバイスを選択解除するためのすべての可能な信号条件については、 サイクル説明表を参照して
く ださい。

31. ZZ スリープ モードを終了する時、 DQ 信号は HIGH Z 状態です。
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注文コードの定義

注文情報

表 1 に注文コードを示します。 この表には、 現在入手可能な部品のみが含まれます。 あなたが探しているものが見つからない場
合は、 最寄りの販売代理店にお問い合わせください。 詳細については、 サイプレスのウェブサイ ト www.cypress.com にアクセス
し、 製品概要のページ http://www.cypress.com/products を参照して ください。

表 1.  注文情報

速度
 (MHz) 注文コード パッケージ図 部品とパッケージ タイプ 動作範囲

133 CY7C1441KV33-133AXC 51-85050 100 ピン TQFP (14×20×1.4mm) 鉛フリー 商業用

CY7C1441KVE33-133AXC

CY7C1441KV33-133AXI 産業用

CY7C1443KV33-133AXI

CY7C1441KV33-133BZXI 51-85195 165 ボール FBGA (15×17×1.4mm) 鉛フリー

温度範囲 : X = C または I
C = 商業用 = 0°C ～ +70°C ； I = 産業用 = –40°C ～ +85°C

X = 鉛フリー ； X なし  = 有鉛

パッケージ タイプ : XX = A または BZ
A = 100 ピン TQFP
BZ = 165 ボール FBGA

速度グレード : XXX = 133MHz

33 = 3.3V VDD

E = ECC 付きのデバイス ； E なし  = ECC なしのデバイス

プロセス技術 : KV = 65nm

デバイス ID: 14XX = 1441 または 1443
1441 = FT、 1M×36 (36M ビッ ト )
1443 = FT、 2M×18 (36M ビッ ト )

テク ノロジー コード : C = CMOS

マーケティング コード : 7 = SRAM

会社 ID: CY = サイプレス

C 14XX - XXX XXX33 XCY 7 KV E

www.cypress.com
www.cypress.com
http://www.cypress.com/products
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パッケージ図
図 8.  100 ピン TQFP (14×20×1.4mm) A100RA パッケージの図、 51-85050

1

2

NOTE:

3. JEDEC SPECIFICATION NO. REF: MS-026.
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図 9.  165 ボール FBGA (15×17×1.4mm (0.5 ボール直径 )) パッケージの図、 51-85195

パッケージ図 ( 続き )

51-85195 *E
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略語

表 2.  本書で使用される略語

本書の表記法

測定単位

表 3.  測定単位略語 説明

CE Chip Enable ( チップ イネーブル )

CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor 
( 相補型金属酸化膜半導体 )

FBGA Fine-Pitch Ball Grid Array 
( ファイン ピッチ ボール グリ ッ ド  アレイ )

I/O Input/Output ( 入力／出力 )

JTAG Joint Test Action Group 
( ジ ョ イン ト  テスト  アクシ ョ ン グループ )

NoBL No Bus Latency ( バス レイテンシーなし )

OE Output Enable ( 出力イネーブル )

SRAM Static Random Access Memory 
( スタテ ィ ック  ランダム アクセス メモリ )

TCK Test Clock ( テスト  クロック )

TDI Test Data-In ( テスト  データ入力 )

TDO Test Data-Out ( テスト  データ出力 )

TMS Test Mode Select ( テスト  モード選択 )

TQFP Thin Quad Flat Pack 
( 薄型クアッ ド  フラッ ト  パック )

WE Write Enable ( 書き込みイネーブル )

ECC Error Correcting Code ( エラー訂正コード )

記号 測定単位

℃ 摂氏温度

MHz メガヘルツ

µA マイクロアンペア

mA ミ リアンペア

ms ミ リ秒

mm ミ リ メートル

ns ナノ秒

pF ピコファラ ド

V ボルト

W ワッ ト
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改訂履歴

文書名 : CY7C1441KV33/CY7C1443KV33/CY7C1441KVE33、 36M ビッ ト  (1M×36/2M×18) フロースルー SRAM (ECC 付き )
文書番号 : 001-96008

版 ECN 番号 発行日 変更内容

** 4636622 01/23/2015 これは英語版 001-66677 Rev. *D を翻訳した日本語版 001-96008 Rev. ** です。

*A 4718923 04/09/2015 決勝への変換

*B 4780390 05/28/2015 更新 IDDZZ 値

*C 6915521 07/17/2020 これは英語版 001-66677 Rev. *J を翻訳した日本語版 001-96008 Rev. *C です。
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